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において o ~20KG の範囲では著しい変化は認められないことを見い出している。さらに、これらに
ついて理論との比車交、本食言すを行なっている。




















のである。まず、シリコン PN 接合でのフォノン・ドラッグを用いて、 ドラッグで生じたフォノンの
平均自由行程を求め、その温度依存性を決定している。この結果120 0 K程度以上の温度ではフォノン
ーフォノン相互作用が、 120 0 K以下では格子欠陥、表面等の散乱がきいていること、関与するフォノ
ンが主として縦振動フォノンであることを見い出している。
また、このような実験結果に及ぼす試料、電極の形の影響をはじめて理論的に検討し、実験と比較
している。さらに、 20キロガウス程度まで縦磁界は、フォノン・ドラッグに影響を及ぼさないことを
石雀かめている。
次に GaAs 単結晶中の超音波増巾による電流振動を実験的に研究し、音響ドメイン形成時間、超音
波増巾の臨界電界の温度特性を求め、それから増巾フォノンの寿命を評価している。また電流飽和領
域での電子走行速度が従来の説と異り、一般に音速より速いこと、この傾向は温度とともにふえるこ
とをはじめて明らかにし、これに考察を加えている。最後にフォノンドラッグを用いたスイッチ素子
を提案している。
以上のように本論文は、半導体物性工学上の重要課題であるフォノンー電子相互作用、特にフォノ
ン・ドラッグと超音波増巾について多くの新知見を含んでおり、その成果は電気、電子工学の分野に
貢献するところが大きい O
よって本論文は、博士論文として価値あるものと認める。
? ??9
“ 
